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 要  旨 
電子線描画（Electron Beam Lithography：EBL）は、一般に広く使用されてい
るフォトリソグラフィーと比較すると、微細なパターンの作製が可能である。ま
た、マスクを必要としない簡便な微細パターン作製方法の一つである。 
GaNは、バンドギャップが大きい、絶縁破壊電圧が高い、飽和電子速度が大きい
などの特徴から、高出力電子デバイスとして注目されている。また、GaNを用いた
一般的な電子デバイスは、2DEGをチャンネルとするAlGaN/GaN HEMT（高電子移動
度トランジスタ）であるが、通常のAlGaN/GaN HEMTは、ゲート電圧を印加してい
ない状態でも2DEGが発生して電流が流れるノーマリーオンデバイスである。しか
し、消費電力の観点から幅広く応用されるためには、ノーマリーオフで動作する
ことが望ましい。 
AlGaN/GaN HEMTをノーマリーオフデバイスとして動作させる方法の一つとし
て、ゲート電極部分を掘り込み、リセス構造とする方法がある。この方法を用い
ると、ゲート掘り込み部分直下の2DEGの発生が抑えられ、ノーマリーオフ動作が
可能となる。しかし、リセスされ薄くなったAlGaNでは、ゲート耐圧および2DEG
の濃度が下がり、その結果オン抵抗の増加が生じる。オン抵抗の増加を抑える方
法の一つとして、ゲート・ドレイン間距離を短くすることが考えられるが、高耐
圧のデバイスとして使用するには、単純にゲート・ドレイン間の距離を縮めるこ
とはできない。そこで、AlGaN/GaN HEMTのゲート電極の掘り込み幅を微細化し、
ゲート幅を縮小し、オン抵抗の増加を抑制することを試みた。 
 本研究では、従来3.5μmであったゲート電極の掘り込み幅を、電子線描画を用
いて微細化した。細線を幅3.5μmのSiOx開口部に描画しなければならないが、細
線幅に対して長さが120μmと非常に長いため、わずかなズレが細線の両端で大き
なズレとなる。少しでも精度を向上させるために、位置合わせに用いるマークを
パターン描画部分の近くに作製した。電子線描画をフォトリソグラフィーと組み
合わせて用いるには、誤差の許容範囲や精度の差が問題となったが、実際にパタ
ーンを描画してずれを測定するという方法を用いて問題を解決した。 
 作製されたゲート掘り込み型のAlGaN/GaN HEMTの特性評価結果よりゲート掘り
込み幅を微細化することによるオン抵抗低減が確認された。作製されたHEMTでは、
ソース・ゲートおよびドレイン・ゲート間距離をゲート長が短縮された分、短く
なっていないので、実際はソース・ドレイン間距離のさらなる短縮が可能である
のでオン抵抗はゲート掘り込み幅の微細化によりさらに低減されると期待され
る。ゲート掘り込み幅の微細化による2DEG切断幅の短縮による直接的な効果だけ
ではなく、ゲート電極微細化により増加した分のソース・ゲートおよびゲート・
ドレイン間距離を短くできることもオン抵抗の低減に効果を発揮すると考えられ
る。 
 
